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バナジウム酸化物の一種であるVO2やV6O13等は温度に依存して金属－半導体相転移を起こし
てその光学的・電気的特性が変化するため，電気的・光学的スイッチング素子等として最近注目
を集めている．このような特性はバナジウム酸化物がナノワイヤー状に成長している場合にも見
られることがわかっている．さらにナノワイヤーは，バルクと比較すると比表面積が大きく周囲
環境に敏感であることや，微細化による局在型表面プラズモンの励起が期待できることなどから
さまざまな分野への応用が期待されている．しかしバナジウム酸化物ナノワイヤーの成長メカニ
ズムはまだ明らかになっておらず，その作製例は非常に少ない．もしこのようなナノワイヤーを
高密度で作製したり，成長を制御したりできれば，ナノワイヤー応用の可能性が大きく広がる．
最近，我々はバナジウム酸化物ナノワイヤーの成長が，ワイヤーを成長させる基板の材料と表
面形状に大きく依存することをつきとめた．そこで本研究では動的斜め蒸着法 [1]によって基板の
表面形状を制御し，この表面形状とナノワイヤー成長との関係について報告する．
まず動的斜め蒸着を用いて金ナノ粒子層／ SiO2ナノコラム層を持つシード層を作製し，この上
に酸素およびアルゴン雰囲気中でバナジウムをスパッタした．比較のために，同一条件下で金ナ
ノ粒子層のみを持つガラス基板上にバナジウムをスパッタしたが，ナノワイヤーの成長はみられ
なかった．一方，図 1(a) は金ナノ粒子層／ SiO2 ナノコラム層上にバナジウムをスパッタした試
料の断面の SEM像を示しており，長さ 2µmを超えるナノワイヤーが多数成長していることがわ
かる．拡大 SEM像 (図 1(b))は試料の構造の詳細を示している．TEM観察の結果からワイヤーは
VO2およびV6O13であることがわかった．以上の結果は基板の表面形状にナノワイヤー成長が大
きく依存することを示している．
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図 1: Typical SEM images of vanadium oxide nanowires grown on Au nanoparticles/ SiO2 nanocolumns

template ((a) scale bar = 2 µm, (b) scale bar = 200 nm.)

[1] M. Suzuki, et al., Nanotechnology 19, 265304 (2008).

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

18p-C11-14

09-035


